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FIG. 1

(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic device comprising at least one optoelectronic semiconductor component (11),
a support (15), on the upper side (13) of which the semiconductor component (11) is arranged, and at least one light channel (17) which
is assigned to the optoelectronic semiconductor component (11) and extends between a first end (21) of the light channel (17), which is
remote from a photoactive surface (23) of the semiconductor component (11) and has an opening (25) into the surrounding space, and
a second end (27) of the light channel (17), which has an opening (29) directed onto the photoactive surface (23) of the semiconductor
component (11). The light channel (17) comprises a hollow space (31) extending between the two ends (21, 27), an internal wall (33)
enclosing the hollow space (31). The at least one light channel (17) between the first and second ends (21, 27) thereof extends not in a
straight line and preferably along a curved path. At least one portion of the internal wall (33) or the entire internal wall (33) is reflective.
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(57) Zusammenfassung: Eine optoelektronische Vorrichtung umfasst wenigstens ein optoelektronisches Halbleiterbauteil (11), ein
Tréger (15), auf dessen Oberseite (13) das Halbleiterbauteil (11) angeordnet ist, und wenigstens einen, dem optoelektronischen Halblei-
terbauteil (11) zugeordneten Lichtkanal (17), der sich zwischen einem ersten Ende (21) des Lichtkanals (17), das von einer lichtaktiven
Oberfléiche (23) des Halbleiterbauteils (11) entfernt liegt und das eine Miindung (25) in den Aulenraum aufweist, und einem zweiten
Ende (27) des Lichtkanals (17) erstreckt, das eine auf die lichtaktive Oberflache (23) des Halbleiterbauteils (11) gerichtete Miindung
(29) aufweist, wobei der Lichtkanal (17) einen sich zwischenden beiden Enden (21, 27) erstreckenden Hohlraum (3 1) aufweist, wobei
eine Innenwand (33) den Hohlraum (31) umgibt, wobei sich der wenigstens eine Lichtkanal (17) zwischen seinem jeweiligen ersten
und zweiten Ende (21, 27) nicht geradlinig und bevorzugt lidngs einer gekriimmten Verlaufsrichtung erstreckt, und wobei wenigstens
ein Teilbereich der Innenwand (33) oder die gesamte Innenwand (33) reflektierend ausgestaltet ist.



WO 2020/115209 PCT/EP2019/083824

10

15

20

25

30

35

OPTOELEKTRONISCHE VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUR HERSTELLUNG DERSELBEN

Die vorliegende Anmeldung beansprucht die Prioritat der deut-
schen Patentanmeldung DE 10 2018 131 024.2, deren Offenba-

rungsgehalt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine optoelektronische Vor-
richtung sowie ein Verfahren zur Herstellung einer optoelekt-

ronischen Vorrichtung.

Aus dem Stand der Technik sind optoelektronische Vorrichtungen
bekannt, bei denen ein optoelektronisches Halbleiterbauteil auf
der Oberseite eines Tradgers angeordnet ist. Bei dem optoelekt-
ronischen Halbleiterbauteil kann es sich um einen Lichtdetektor
oder einen Lichtemitter handeln. Fir manche Anwendungen kann es
winschenswert oder erforderlich sein, dass die optoelektroni-
sche Vorrichtung eine gewisse Richtcharakteristik fir zu detek-
tierendes Licht bereitstellt, sofern es sich bei dem optoelekt-
ronischen Halbleiterbauteil um einen Lichtdetektor handelt. In
entsprechender Weise kann es wlnschenswert oder erforderlich
sein, dass eine optoelektronische Vorrichtung eine gewisse
Richtcharakteristik fur abzustrahlendes Licht bereitstellt, so-
fern es sich bei dem optoelektronischen Halbleiterbauteil um

einen Lichtemitter handelt.

Eine RAufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine verbesserte
optoelektronische Vorrichtung bereitzustellen, die eine Emp-
findlichkeit in Bezug auf die Detektion wvon Licht aus unter-
schiedlichen Raumwinkelbereichen aufweist oder die in einen

Raumwinkelbereich gerichtete RAbstrahlung von Licht erlaubt.

Die Aufgabe wird durch eine optoelektronische Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst. Bevorzugte Ausfuhrungs-
formen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhangigen

Ansprichen angegeben.
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Eine erfindungsgemdbe optoelektronische Vorrichtung umfasst we-
nigstens ein optoelektronisches Halbleiterbauteil, einen Tra-
ger, auf dessen Oberseite das Halbleiterbauteil angeordnet ist,
und wenigstens einen, dem optoelektronischen Halbleiterbauteil
zugeordneten Lichtkanal, der sich zwischen einem ersten Ende
des Lichtkanals, das von einer lichtaktiven Oberfldche des Halb-
leiterbauteils entfernt liegt und das eine Mindung in den Au-
Benraum aufweist, und einem zweiten Ende des Lichtkanals er-
streckt, wobei das zweite Ende des Lichtkanals eine auf die
lichtaktive Oberfldche des Halbleiterbauteils gerichtete Miun-
dung aufweist, wobei der Lichtkanal einen sich zwischen den
beiden Enden erstreckenden Hohlraum aufweist, wobei eine Innen-
wand den Hohlraum umgibt, und wobei wenigstens ein Teilbereich
der Innenwand oder die gesamte Innenwand reflektierend ausge-

staltet ist.

Bei der optoelektronischen Vorrichtung kann somit Licht wvon
auben Uber die am ersten Ende des Lichtkanals liegende Mindung
in den Lichtkanal gelangen. Durch die reflektierend ausgestal-
tete Innenwand bzw. durch den reflektierenden Teilbereich der
Innenwand kann das Licht, insbesondere durch eine oder mehrere
Reflexionen, langs der Erstreckungsrichtung des Lichtkanals ge-
leitet und auf die lichtaktive Oberfliche des Halbleiterbauteils
gebracht werden. Sofern es sich bei dem Halbleiterbauteil um
einen Lichtdetektor handelt, kann das Licht von dem Halbleiter-—
bauteil detektiert werden. Dabei kann aufgrund der reflektie-
renden Innenwand zumindest anndhernd eine Lambertsche Empfangs-

charakteristik erreicht werden.

Wenn es sich bei dem Halbleiterbauteil um einen Lichtemitter
handelt, kann das Uber die lichtaktive Oberfl&dche des Halblei-
terbauteils abgestrahlte Licht in die Mindung am zweiten Ende
des Lichtkanals gelangen und in dem Hohlraum des Lichtkanals,
insbesondere durch eine oder mehrere Reflexionen an der Innen-

wand des Hohlraums, zum ersten Ende des Lichtkanals gelenkt
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werden. An der MiUndung am ersten Ende des Lichtkanals kann das

Licht in den RuBenraum gelangen.

Die Richtung, in welcher die Mindung am ersten Ende des Licht-
kanals 1in den Aubenraum weist, bestimmt im Wesentlichen die
Richt- bzw. Strahlungscharakteristik der optoelektronischen
Vorrichtung. Handelt es sich bei dem Halbleiterbauteil um eine
Lichtquelle, wird die aus der Mindung austretende Strahlung
zumindest hauptsdchlich in die Mindungsrichtung in den RAuben-
raum abgestrahlt werden. Handelt es sich bei dem Halbleiterbau-
teil um einen Lichtdetektor, so wird zumindest im Wesentlichen
Licht, das entgegen der Mindungsrichtung auf das erste Ende des
Lichtkanals trifft, mittels des Hohlraums des Lichtkanals auf
die lichtaktive Oberflache des Halbleiterbauteils gelangen. Die
Strahlungscharakteristik bzw. die Lichtcharakteristik der opto-
elektronischen Vorrichtung weist somit eine Abhangigkeit wvon
der Ausrichtung der Mindung des Lichtkanals in den Aubenraum
auf. Dies kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn die optoelekt-
ronische Vorrichtung, etwa im Innenraum eines Kraftfahrzeugs,
als eine gerichtete Lichtquelle verwendet werden soll, oder wenn
die optoelektronische Vorrichtung zur Lichtdetektion, etwa als
Sonnenstandsensor, eingesetzt werden soll, um eine richtungs-

abhdngige Lichtdetektion zu ermdglichen.

Bei der optoelektronischen Vorrichtung kann es vorgesehen sein,
dass wenigstens der Teilbereich der Innenwand oder die gesamte
Innenwand eine reflektierende oder spiegelnde Beschichtung auf-
weist. Dadurch kann auf einfache Weise eine hohe Reflektivitat

wenigstens in dem Teilbereich der Innenwand realisiert werden.

Der Hohlraum kann mit einem lichtdurchlédssigen Material gefillt

sein, zum Beispiel Silikon oder Epoxidharz.

Mit Licht kann hier jedwede elektromagnetische Strahlung gemeint

sein, die von dem Halbleiterbauteil emittiert oder detektiert



WO 2020/115209 PCT/EP2019/083824

10

15

20

25

30

35

werden kann, Jje nachdem, ob das Halbleiterbauteil als Emitter
oder Detektor ausgestaltet ist. Insbesondere kann der Begriff
Licht nicht nur sichtbares Licht, sondern auch ultraviolettes

und/oder infrarotes Licht umfassen.

Die optoelektronische Vorrichtung kann wenigstens zwel optische
Halbleiterbauteile auf der Oberseite des Tragers aufweisen, wo-
bei jedem Halbleiterbauteil ein jeweiliger, separater Lichtka-
nal zugeordnet ist, dessen am zweiten Ende liegende MiUndung auf
die lichtaktive Oberflédche des Jjeweiligen Halbleiterbauteils
gerichtet ist und dessen am ersten Ende liegende Mundung in den
Aubenraum gerichtet ist. Es kdnnen somit zwei oder auch mehr
optoelektronische Halbleiterbauteile auf der Trageroberseite
vorgesehen sein. Dabei ist jedem Halbleiterbauteil ein eigener
Lichtkanal =zugeordnet. Jeder der Lichtkandle weist einen sich
zwischen seinem ersten Ende und seinem zweiten Ende erstrecken-
den Hohlraum auf, der optional mit einem lichtdurchl&ssigen
Material gefullt sein kann. Dabei umgibt eine Innenwand den
jeweiligen Hohlraum und wenigstens ein Teilbereich der Innen-
wand ist reflektierend ausgestaltet, zum Beispiel mittels einer

reflektierenden oder spiegelnden Beschichtung.

Bei den optoelektronischen Halbleiterbauteilen kann es sich da-
bei zum Beispiel um Lichtdetektoren handeln. Jeder Lichtkanal
kann Licht aus dem Aulenraum auf die lichtaktive Oberfléche des
zugeordneten Halbleiterbauteils lenken, um das Licht zu detek-
tieren. Die Intensitdt der detektierten Strahlung hangt dabei
auch davon ab, in welche Richtung die Mindung des Jjeweiligen
Kanals in den Aubenraum gerichtet ist. Zeigen die Mindungen der
Lichtkandle der wenigstens zwei optoelektronischen Halbleiter-
bauteile in unterschiedliche Richtungen, so kann damit auf die
Einfallsrichtung der detektierten Strahlung geschlossen werden.
Die optoelektronische Vorrichtung eignet sich daher zum Beispiel
zur Verwendung als Sonnenstandsensor, zum Beispiel im Innenraum

eines Kraftfahrzeugs.
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Dabei kann bei der Verwendung von genau zwel Lichtdetektoren
als optoelektronische Halbleiterbauteile insbesondere unter-
schieden werden, in welchem Halbraum im Kraftfahrzeuginnenraum
sich die Sonne befindet bzw. von welchem Halbraum her die Sonne
in den Innenraum des Kraftfahrzeugs einstrahlt. Uber wenigstens
einen weiteren, dritten Lichtdetektor kann zudem auf verhalt-
nismébfig einfache Weise eine Ermittlung der Sonnenhéhe und damit
der Position der Sonne relativ zur optoelektronischen Vorrich-

tung erfolgen.

Bei den optoelektronischen Halbleiterbauteilen kann es sich auch
um Lichtemitter, wie etwa LEDs, handeln. Auch eine gemischte
Anordnung umfassend Lichtdetektoren und Lichtemitter ist mog-
lich, wobei Jjedem Lichtdetektor und Lichtemitter ein eigener

Lichtkanal zugeordnet ist.

Bei der optoelektronischen Vorrichtung kann es vorgesehen sein,
dass die in den Aubenraum weisenden Mindungen der Lichtkanédle
in unterschiedliche Richtungen gerichtet sind. Dies ist zum
Beispiel vorteilhaft bei der Verwendung der optoelektronischen
Vorrichtung als Sonnensensor oder als Sonnenstandsensor. Bei
der Verwendung der optoelektronischen Vorrichtung als Licht-
quelle kdnnen Lichtstrahlen in unterschiedliche Richtungen ab-
gestrahlt werden, entsprechend der Mindungsrichtungen in den

Aubenraum.

Nach einer Ausgestaltung der Erfindung erstreckt sich der we-
nigstens eine Lichtkanal zwischen seinem jeweiligen ersten und
zweiten Ende nicht geradlinig. Der Lichtkanal kann somit ins-
besondere einen gekritmmten Verlauf aufweisen. Dadurch kann er-
reicht werden, dass die lichtaktive Oberfldche des Halbleiter-—
bauteils in eine andere Richtung gerichtet ist als die Mindung
des zugeordneten Lichtkanals in den AuBenraum. Wenn es sich bei

dem wenigstens einen optoelektronischen Halbleiterbauteil um



WO 2020/115209 PCT/EP2019/083824

10

15

20

25

30

35

einen Lichtemitter handelt, kann die Richtung der Lichtabstrah-
lung somit =zumindest im Wesentlichen durch die Richtung der
Mindung in den AuBenraum festgelegt werden. Wenn es sich bei
dem optoelektronischen Halbleiterbauteil um einen Lichtdetektor
handelt, kann in der entsprechenden Weise die Richtungsabhan-
gigkeit der Detektion des einfallenden Lichts durch die Richtung
der Mundung in den Aubenraum festgelegt werden. Die Richtung,
in welche die 1lichtaktive Oberfliche des Halbleiterbauteils
weist, spielt somit eine untergeordnete Rolle, da - im Falle
eines Lichtdetektors - der Lichtkanal das von aulen einfallende
Licht auf die lichtaktive Oberfléche lenkt bzw. - im Falle eines
Lichtemitters - der Lichtkanal das aus der lichtaktiven Ober-
flache austretende Licht in den AuBenraum lenkt. Durch die Ver-
wendung eines dem Halbleiterbauteil =zugeordneten Lichtkanals
lasst sich somit das Halbleiterbauteil in relativ einfacher
Weise in der optoelektronischen Vorrichtung anordnen, namlich
auf der Oberseite eines Trégers, bei dem es sich zum Beispiel
um einen Leiterrahmen handeln kann. Auch zwei oder mehr Halb-
leiterbauteile lassen sich aufgrund der Verwendung von zugeord-

neten Lichtkandlen auf einem einzigen Tr&dger anordnen.

Der Trager kann insbesondere flach ausgebildet sein und eine
ebene Oberseite und/oder eine ebene Unterseite aufweisen. Durch
die ebene Oberseite kann insbesondere sichergestellt werden,
dass alle Halbleiterbauteile in einer Ebene angeordnet werden
kénnen. Durch eine ebene Unterseite des Tragers kann sicherge-
stellt werden, dass sich der Trdger und damit die optoelektro-
nische Vorrichtung auf einer ebenen Flache einer anderen Vor-
richtung auflegen und gegebenenfalls befestigen lasst. Die opto-
elektronische Vorrichtung ldsst sich somit als SMT-Bauteil, also
oberflédchenmontierbar, ausgestalten. SMT steht hierbei fiur

Surface Mount Technology.

Eine in den Aubenraum weisende Mindung des wenigstens einen

Lichtkanals kann eine Querschnittsfldche aufweisen, welche
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nicht parallel =zur lichtaktiven Oberfldche des zugeordneten
Halbleiterbauteils verl&auft. Dies kann insbesondere durch einen
nicht geradlinigen Verlauf des Lichtkanals realisiert werden.
Die BAbstrahl- bzw. Empfangscharakteristik der optoelektroni-
schen Vorrichtung wird somit durch die Richtung der Miundung des
Lichtkanals in den Aufbenraum bestimmt und nicht durch die Rich-
tung, in welche die lichtaktive Oberfldche des =zugeordneten

Halbleiterbauteils weist.

Eine durch die Querschnittsfliche der Mindung in den Aubenraum
verlaufende Ebene kann 1in einem Winkel =zwischen 30° und 60°,
bevorzugt zwischen 40° und 50°, zu einer in der lichtaktiven
Oberflache des zugeordneten Halbleiterbauteils liegenden Ebene
verlaufen. Auch andere Winkel im Bereich zwischen 0° und 90°

sind méglich.

Der Hohlraum des wenigstens einen und bevorzugt jedes Lichtka-
nals kann einen Querschnitt aufweisen, der zumindest im Wesent-
lichen entsprechend den Dimensionen der lichtaktiven Oberfléche
des zugeordneten Halbleiterbauteils dimensioniert ist. Jeder
senkrecht zu einer eventuell gekriUmmten Erstreckungsrichtung
des Hohlraums verlaufende Querschnitt kann somit - zumindest im
Wesentlichen - die gleiche La&nge und Breite aufweisen. Diese
Lange und Breite kann dabei der Lange und Breite der lichtak-

tiven Oberfldche entsprechen.

Bei einem nicht geradlinigen Verlauf des Lichtkanals kénnen
unterschiedliche Querschnitte nicht parallel zueinander liegen.
Die Dimensionierung des Querschnitts eines Hohlraums kann dabei
léngs einer vorzugsweise gekrlUmmten Verlaufsrichtung des zuge-

hérigen Lichtkanals gleichbleiben.

Das wenigstens eine Halbleiterbauteil kann auf der Oberfléache

des Tragers befestigt, insbesondere angeklebt, sein. Dadurch
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wird eine einfache und schnelle Montage des Halbleiterbauteils

auf der optoelektronischen Vorrichtung méglich.

Der wenigstens eine Lichtkanal und bevorzugt Jjeder Lichtkanal
kann in einem, insbesondere massiven, Gehduseblock ausgebildet
sein. Der Lichtkanal bzw. die Lichtkandle lassen sich besonders
einfach in einem Gehduseblock realisieren. AuBerdem kann der
Gehduseblock kompakt und mit geringen AuBenabmessungen herge-

stellt werden.

Der Gehaduseblock kann eine ebene Unterseite aufweisen, sodass
der Gehduseblock auf die Oberseite des Trdgers aufgebracht wer-
den kann. Ferner lé&dsst sich der Geh&useblock auf der Oberseite
des Tragers befestigen, zum Beispiel mittels Ankleben. Der Ge-
hduseblock kann auf den Trager aufgesetzt sein, sodass der Tra-
ger den Gehduseblock nach unten abschlieBt. Der Gehduseblock
und der Trager kdnnen somit das Gesamtgehduse der optoelektro-
nischen Vorrichtung bilden. Sowohl der Gehduseblock als auch
der Trager konnen kompakt und mit geringen Abmessungen ausge-
staltet werden. Dadurch kann eine insgesamt kompakte optoelekt-
ronische Vorrichtung realisiert werden. Zum Beispiel sind kom-
pakte Bauteilabmabe mit beispielsweise einer Fldche von 3 x 5 mm
fur die Tragerunterseite realisierbar und eine Hbhe von 3 mm
fur die Dicke des Tragers und des darUberliegenden Gehduse-
blocks. Die optoelektronische Vorrichtung lasst sich, zum Bei-
spiel zur Verwendung als Sonnensensor oder Sonnenstandsensor,

in die Armatur eines Kraftfahrzeuginnenraums einbetten.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung einer
optoelektronischen Vorrichtung, insbesondere einer erfindungs-
gemdben optoelektronischen Vorrichtung, bei dem

ein Trager fir wenigstens ein optoelektronisches Halbleiter-
bauteil bereitgestellt wird,

das wenigstens eine optoelektronische Halbleiterbauteil an

der Oberseite des Tragers angeordnet wird, und
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wenigstens ein, dem optoelektronischen Halbleiterbauteil zu-
geordneter Lichtkanal auf dem Trédger angeordnet wird, wobei der
Lichtkanal derart ausgestaltet ist oder ausgestaltet wird, dass
sich der Lichtkanal zwischen einem ersten Ende des Lichtkanals,
das von einer lichtaktiven Oberflache des Halbleiterbauteils
entfernt liegt und das eine Mindung in den AuBenraum aufweist,
und einem zweiten Ende des Lichtkanals erstreckt, wobeili das
zweite Ende des Lichtkanals eine auf die lichtaktive Oberflache
des Halbleiterbauteils gerichtete Mindung aufweist, und wobei
der Lichtkanal einen sich zwischen den beiden Enden erstrecken-
den Hohlraum aufweist, der optional mit einem lichtdurchléssi-
gen Material geftullt sein kann, und wobei eine Innenwand den
Hohlraum umgibt, und wobei wenigstens ein Teilbereich der In-

nenwand reflektierend ausgestaltet ist.

Die Erfindung betrifft auch ein Kraftfahrzeug mit wenigstens
einem Innenraumelement, insbesondere einer Armatur, wobeil we-
nigstens eine erfindungsgemdbe Vorrichtung in das Innenraumele-
ment integriert ist, insbesondere unterhalb einer Abdeckung,
welche fuUr das zu empfangende oder zu emittierende Licht we-

nigstens teilweise transparent ist.

Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen anhand von Ausfuhrungsbeispielen ndher erldutert. Es

zeigen, Jjewells schematisch,

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Variante einer er-

findungsgemédben optoelektronischen Vorrichtung,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht auf einen Trager der Vor-

richtung von Figur 1,

Figur 3 eine obere Ansicht eines Gehduseblocks der Vorrichtung

von Figur 1,
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Figur 4 Empfangscharakteristika der Vorrichtung von Figur 1,

Figur 5 weitere Empfangscharakteristika der Vorrichtung wvon

Figur 1, und

Figur 6 eine perspektivische Ansicht eines Lichtkanals einer

erfindungsgemédBen optoelektronischen Vorrichtung.

Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte Variante einer erfin-
dungsgemdBen optoelektronischen Vorrichtung umfasst zweili opto-
elektronische Halbleiterbauteile 11, die in einem Abstand zu-
einander auf der Oberseite 13 eines Tragers 15 angeordnet sind.
Jedem Halbleiterbauteil 11 ist ein eigener Lichtkanal 17 zuge-
ordnet. Bei der dargestellten Variante sind die Lichtkanale 17
in einem massiven Gehduseblock 19 ausgebildet, wie Figur 1

zeigt.

Die Figur 6 veranschaulicht beispielhaft einen Lichtkanal 17.
Der Lichtkanal 17 weist ein erstes Ende 21 auf, das von einer
lichtaktiven Oberfliche 23 des zugeordneten Halbleiterbauteils
11 entfernt liegt und das eine Mundung 25 in den AuBenraum
aufweist. Der Lichtkanal 17 weist aubBerdem ein zweites Ende 27
auf, das eine auf die lichtaktive Oberfldche 23 des Halbleiter-—
bauteils 11 gerichtete Mindung 29 aufweist. Zwischen den beiden
Enden 21, 27 des Lichtkanals 17 erstreckt sich ein Hohlraum 31,
der optional mit einem lichtdurchl&ssigen Material geftillt sein
kann. Den Hohlraum 31 umgibt eine Innenwand 33, von der wenigs-
tens ein Teilbereich oder der Gesamtbereich der Innenwand 33

reflektierend ausgestaltet ist.

Bei den optoelektronischen Halbleiterbauteilen 11 handelt es
sich bei der dargestellten Variante um Lichtdetektoren, zum
Beispiel in Form einer jeweiligen Fotodiode. Jedes Halbleiter-

bauteil 11 kann dabei in einem vorgegebenen Spektralbereich eine
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nutzbare optische Empfindlichkeit zur Detektion wvon Licht in

dem Spektralbereich aufweisen.

Die Innenwand 33 des Hohlraums 31 kann derart reflektierend
ausgestaltet sein, dass fir Licht aus dem Spektralbereich eine

Q. Q.

Reflektivitat wvon mindestens 75 % oder mindestens 80 % oder
mindestens 85 % oder mindestens 90 % oder mindestens 95 % be-
steht. Die Prozentwerte beziehen sich dabei auf den Anteil der
reflektierten Strahlung in Bezug auf die einfallende Strahlung
bei einem bestimmten Einfallswinkel, der zum Beispiel 90° be-

tragen kann.

Eine derart hohe Reflektivitat kann insbesondere dadurch er-
reicht werden, dass wenigstens der reflektierende Teilbereich
der Innenwand 33 eine reflektierende oder spiegelnde Beschich-
tung, zum Beispiel aus Gold oder Silber, aufweist (nicht dar-

gestellt).

Die optoelektronische Vorrichtung gemaB den Figuren 1 und 2
eignet sich insbesondere zur Verwendung als 2-Zonen-Sonnen-
standsensor, wie nachfolgend erldutert wird. Bei der Vorrich-
tung der Figuren 1 und 2 zeigen die beiden Mindungen 25 in den
Aubenraum in unterschiedliche Richtungen. Als Mindungsrichtung
wird hierbei die Richtung der jeweiligen Normalen auf eine durch
die jeweilige Mindung 25 verlaufende Querschnittsflache ange-
sehen. Wie mit Bezug auf die Figur 3 illustriert ist, betragt
der Winkel zwischen den Mindungsrichtungen der beiden Miundungen
25 der Lichtkandle 17 zumindest anndhernd 100°. Diese Winkelan-
gabe bezieht sich insbesondere auf den Horizontalwinkel zwischen
den Mindungsrichtungen und damit der Sichtfelder der den Kandlen
17 zugeordneten Detektoren 11. Mit anderen Worten liegt der
Horizontalwinkel in einer X-Y-Ebene, die parallel zur ebenen

Oberseite 13 des Tragers 15 verlauft. Der vertikale Akzeptanz-
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winkel kann zumindest anndhernd 60° betragen. Die Mindungsrich-
tung kann somit in etwa um 60° in Bezug auf die Z-Achse geneigt

sein (vergleiche das Koordinatensystem in Figur 1).

Die Figur 4 zeigt in einem Diagramm die Abhangigkeit des Mess-
signals der beiden jeweils als Fotodiode ausgestalteten Halb-
leiterbauteile 11 der Vorrichtung der Fig. 1 bei sich &nderndem
Einfallswinkel der detektierten Strahlung. L&ngs der Abszisse
sind Winkel von -180° bis +180° aufgetragen, welche die Position
einer auf die Vorrichtung gerichteten Lichtquelle in Bezug auf
einen Bezugspunkt in der Vorrichtung angibt. Hierbei kann es
sich bei dem geometrischen Mittelpunkt der Vorrichtung handeln.

Die Ordinate gibt die Intensitat des detektierten Lichts an.

Figur 5 zeigt in einem Diagramm die Abhdngigkeit eines Messsig-
nals K3, K4 von Jjeweils einer einzelnen Fotodiode 11 der Vor-
richtung sowie ein Summensignal 5 der beiden Fotodioden 11 bei
sich dnderndem Einfallswinkel der detektierten Strahlung. Langs
der Abszisse sind Winkel von -135° bis +135° aufgetragen, welche
die Position einer auf die Vorrichtung gerichteten Lichtquelle
in Bezug auf den Bezugspunkt angibt. Die Ordinate gibt die
Intensitat des detektierten Lichts an. Die Messsignale K3, K4
und K5 beziehen sich auf eine Bewegung der Lichtgquelle langs
der y-Achse (vgl. Fig. 3).

Die Kurven K3 und K4 betreffen dabei ein jeweiliges von einer
Fotodiode 11 aufgenommenes Signal, wdhrend die Kurve K5 das
Summensignal von beiden Fotodioden 11 angibt. Das Summensignal
entsprechend der Kurve K5 entspricht dabei dem Messsignal K1 im

Winkelbereich von etwa —-45° und +45°.

Anhand von Diagrammen wie beispielhaft in den Fig. 4 und 5
gezeigt, kann eine Empfangscharakteristik fir die Anordnung der
Vorrichtung der Fig. 1 und 2 bestimmt werden. Die Empfangscha-

rakteristik erlaubt es, wenn die Vorrichtung der Fig. 1 und 2
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zum Beispiel als Sonnenstandsensor eingesetzt wird, die Rich-
tung oder zumindest den Halbraum zu bestimmen, aus welcher bzw.

aus welchem das Licht auf die Vorrichtung einstrahlt.

Verwendet man anstelle von Fotodioden Lichtemitter, wie etwa
LEDs, als Halbleiterbauteile 11 in der Vorrichtung der Fig. 1,
erhdlt man eine Vorrichtung mit zur Horizontalen und zur Ver-
tikalen verkippter Abstrahlcharakteristik. Bei Verwendung von
LEDs mit unterschiedlichen Farben kann man unter wverschiedenen
Winkeln unterschiedliche Farben sehen. Es kdénnen auch mehr als
zwel Halbleiterbauteile 11 mit jeweils zugeordneten Lichtkana-
len 17 vorgesehen sein. Verwendet man zum Beispiel vier um je
90° gedrehte Lichtkanidle 11 mit zugeordneten Lichtemittern oder
Lichtdetektoren, kann der gesamte Raumbereich, zum Beispiel in
der Horizontalen, abgedeckt werden. Auch gemischte Anordnungen
mit Lichtemittern und Lichtdetektoren, die jeweils einen zuge-

ordneten Lichtkanal aufweisen, sind realisierbar.
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PATENTANSPRUCHE

Optoelektronische Vorrichtung mit:

wenigstens einem optoelektronischen Halbleiterbau-
teil (11),

einem Trager (15), auf dessen Oberseite (13) das
Halbleiterbauteil (11) angeordnet ist, und

wenigstens einem, dem optoelektronischen Halbleiter-
bauteil (11) =zugeordneten Lichtkanal (17), der sich zwi-
schen einem ersten Ende (21) des Lichtkanals (17), das von
einer lichtaktiven Oberfldche (23) des Halbleiterbauteils
(11) entfernt liegt und das eine Mindung (25) in den RAu-
Benraum aufweist, und einem zweiten Ende (27) des Lichtka-
nals (17) erstreckt, das eine auf die lichtaktive Oberfla-
che (23) des Halbleiterbauteils (11) gerichtete Miundung
(29) aufweist,
wobei sich der wenigstens eine Lichtkanal (17) zwischen
seinem Jjeweiligen ersten und zweiten Ende (21, 27) nicht
geradlinig und bevorzugt lé&ngs einer gekrimmten Verlaufs-
richtung erstreckt, und
wobel der Lichtkanal (17) einen sich zwischen den beiden
Enden (21, 27) erstreckenden Hohlraum (31) aufweist,
wobei eine Innenwand (33) den Hohlraum (31) umgibt, und
wobel wenigstens ein Teilbereich der Innenwand (33) oder

die gesamte Innenwand (33) reflektierend ausgestaltet ist.

Optoelektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens der Teilbereich der Innenwand (33) oder die ge-
samte Innenwand (33) eine reflektierende oder spiegelnde

Beschichtung aufweist.

Optoelektronische Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass
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wenigstens zwel optoelektronische Halbleiterbauteile (11)
auf der Oberseite (13) des Tragers (15) angeordnet sind,
wobeil Jjedem Halbleiterbauteil (11) ein jeweiliger, separa-
ter Lichtkanal (17) zugeordnet ist, dessen am zweiten Ende
(27) liegende Miundung (29) auf die lichtaktive Oberflache
(23) des Halbleiterbauteils (11) gerichtet ist und dessen
am ersten Ende (21) liegende MiUndung (25) in den Aubenraum

gerichtet ist.

Optoelektronische Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die in den Aubenraum weisenden Mindungen (25) der Lichtka-

ndle (17) in unterschiedliche Richtungen gerichtet sind.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die in den Aubenraum weisende Mundung (25) des wenigstens
einen Lichtkanals (17) eine Querschnittsflache aufweist,
welche nicht parallel zur lichtaktiven Oberfldche (23) des

zugeordneten Halbleiterbauteils (11) verlauft.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine durch die Querschnittsflédche verlaufende Ebene in ei-
nem Winkel zwischen 30° und 80°, bevorzugt zwischen 40° und
70°, noch weiter bevorzugt zwischen 55° und 65°, zu einer
durch die 1lichtaktive Oberflache (23) des =zugeordneten

Halbleiterbauteils (11) wverlaufenden Ebene verlauft.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass
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10.

11.

der Hohlraum (31) des wenigstens einen und bevorzugt jedes
Lichtkanals (17) mit einem lichtdurchldssigen Material; wie
etwa Silikon oder Epoxidharz, gefullt ist, und/oder einen
Querschnitt aufweist, der zumindest im Wesentlichen ent-
sprechend den Dimensionen der lichtaktiven Oberflache (23)

des zugeordneten Halbleiterbauteils (11) dimensioniert ist.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Querschnitt des Hohlraums (31) des wenigstens einen und
bevorzugt jedes Lichtkanals (17) 1l&ngs einer vorzugsweise
gekrimmten Verlaufsrichtung des Lichtkanals (17) zumindest

im Wesentlichen gleichbleibt.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das wenigstens eine Halbleiterbauteil (11) auf der Ober-
seite (13) des Tragers (15) befestigt, insbesondere ange-

klebt, ist.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der wenigstens eine Lichtkanal (17) und bevorzugt Jjeder
Lichtkanal (17) in einem, insbesondere massiven, Geh&use-

block (19) ausgebildet ist.

Optoelektronische Vorrichtung nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Gehduseblock (19) eine ebene Unterseite aufweist zur
Auflage auf die Oberseite (13) des Tragers (15), wobei,
bevorzugt, der Gehduseblock (19) auf dem Trager (15) be-

festigt, insbesondere angeklebt, ist.
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12.

13.

14.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Trager (15) eine ebene Oberseite (13) und/oder eine

ebene Unterseite aufweist.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das wenigstens eine optoelektronische Halbleiterbauteil
(11) ein Lichtdetektor, insbesondere eine Fotodiode, oder
ein Lichtemitter, insbesondere eine LED, ist,

wobei, bevorzugt, bei zwei oder mehr Halbleiterbauteilen
(11) alle Halbleiterbauteile Lichtdetektoren oder
Lichtemitter sind, oder

wobei, bevorzugt, bei zwei oder mehr Halbleiterbauteilen
(11) wenigstens ein Lichtdetektor und wenigstens ein

Lichtemitter vorhanden ist.

Verfahren zur Herstellung einer optoelektronischen Vorrich-
tung, insbesondere eine optoelektronische Vorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprliche, bei dem

ein insbesondere ebener Trager (15) fur wenigstens ein
optoelektronisches Halbleiterbauteil (11) bereitgestellt
wird,

das wenigstens eine optoelektronische Halbleiterbau-
teil (11) an der Oberseite (13) des Tradgers (15) angeordnet
wird, und

wenigstens ein, dem optoelektronischen Halbleiterbau-
teil (11) zugeordneter Lichtkanal (17) auf dem Trager (15)
angeordnet wird,
wobei der Lichtkanal (17) derart ausgestaltet ist oder aus-
gestaltet wird, dass sich der Lichtkanal (17) zwischen ei-
nem ersten Ende (21) des Lichtkanals (17), das von einer

lichtaktiven Oberfliache (23) des Halbleiterbauteils (11)
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entfernt liegt und eine Mindung (25) in den AuBenraum auf-
weist, und einem zweiten Ende (27) des Lichtkanals (17)
erstreckt,

wobel das zwelte Ende (27) des Lichtkanals (17) eine auf
die lichtaktive Oberflache (23) des Halbleiterbauteils (11)
gerichtete Mindung (29) aufweist,

wobei sich der wenigstens eine Lichtkanal (17) zwischen
seinem Jjeweiligen ersten und zweiten Ende (21, 27) nicht
geradlinig und bevorzugt lé&ngs einer gekrimmten Verlaufs-
richtung erstreckt, und

wobel der Lichtkanal (17) einen sich zwischen den beiden
Enden (21, 27) erstreckenden Hohlraum (31) aufweist, der
optional mit einem lichtdurchlé&dssigen Material gefillt sein
kann, und wobei eine Innenwand (33) den Hohlraum (31)
umgibt, und wobei wenigstens ein Teilbereich der Innenwand
(33) oder die gesamte Innenwand (33) reflektierend ausge-

staltet ist.

Kraftfahrzeug mit wenigstens einem Innenraumelement, ins-
besondere einer Armatur, wobel wenigstens eine Vorrichtung
nach einem der Ansprliche 1 bis 13 oder hergestellt durch
das Verfahren gemdB Anspruch 14, in das Innenraumelement
integriert ist, insbesondere unterhalb einer BAbdeckung,
welche fuUr das zu empfangende oder zu emittierende Licht

wenigstens teilweise transparent ist.
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